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として有機半導体、酸化物半導体、結晶 Si が注目されており、特に微結晶 Si(c-Si)





















第 1 章では、本研究の背景について述べる。FPD 及び TFT、a-Si膜の結晶化技術
について纏めた内容を記載する。 








倍以上のパワー密度を達成した。この-TPJ を a-Si 膜に照射することで結晶化を行
い、横方向への長距離結晶成長（高速横方向結晶化, HSLC）の誘起に成功した。HSLC
により結晶化した Si 膜をチャネルに用いた TFT は 350 cm2V-1s-1の高移動度を達成
した。 
第 4 章では、-TPJ 照射による a-Si 膜の結晶化メカニズムの解明を試みた結果に
ついて示す。高速度カメラを用いた実時間直接観察手法を開発し、SPC、HSLCとは





サイズに対して十分大きな結晶が形成された結果、LWC 及び HSLC を用いた TFT
において単結晶によるチャネル形成に成功した。また、本章では各結晶化 Si 膜の欠
陥密度について TFT特性から詳細に議論する。 
第 6 章では、第 4、5 章で得られた結果を基に結晶成長制御手法を提案する。前章
において HSLC が最も低欠陥密度であることが明らかになった。しかし、HSLC に
おいては特性劣化の大きな要因となる結晶粒界が樹状に形成され、チャネル領域にラ
ンダムに結晶粒界が混入する。そのためTFT特性のばらつきに大きく影響を及ぼす。
そこで結晶粒界を制御する手法として細線状にパターニングした a-Si 膜への-TPJ
照射を行った。その結果、電気的に活性なランダム粒界は細線幅減少に伴い顕著に減
少した。また、本手法を用いた TFT を作製し、電気特性評価を行った結果を記載す
る。 
 
